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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

磁気ナノグラニュラーは絶縁体中に磁気ナノ微粒子が分散した構造を有する素子で、
室温で磁気キャパシタンス(MC)効果を示す。MC効果とは磁場によってキャパシタ
ンスが変化する現象である。本研究ではオレイン酸被覆のFe3O4ナノ粒子を自己組
織化により配列させた磁気ナノスフィアデバイスを作製し、その電気・磁気特性を
調べることを目的とした。

実験
Experimental

レーザー描画装置とスパッタ装置にてギャップ間隔が数マイクロメートルの金電極
（図１）を作製し、オレイン酸被覆のFe3O4ナノ粒子を配列させた磁気ナノスフィ
アデバイスを作製した。デバイスの構造評価には透過型電子顕微鏡を用いた。磁気
特性評価には集光型磁気光学カー効果を用いた。電流電圧特性の評価には直流・交
流2端子法を用いた。

結果と考察
Results and Discussion

集光型磁気光学カー効果測定の結果、ヒステリシスが生じない磁化曲線が観測され
た。これはFe3O4/オレイン酸MNSが超常磁性を示すことを意味する。電流電圧特性
の温度依存性を調べた結果、各温度において電流電圧特性は非線形性を示した。ま
た、Cole-Coleプロットが半円を描いていることから、作製したデバイスは抵抗と
キャパシタンスの並列回路で表されることがわかった。以上の直流・交流特性の結
果から、本研究で作製したデバイスではオレイン酸を介した電気伝導を捉えている
ことが明らかになった。今後はMC効果の発現を目指す。
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